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β-Ga2O3は広いバンドギャップを持ちながら融液法による育成が可能な結晶であり、光デバイス、

高出力パワー半導体用途として注目されている。液相成長法の一つである液相エピタキシー（LPE）

法は熱平衡に近い状態で結晶を基板上にエピタキシャル成長できるため、高品位な結晶を高速で

得ることができる。著者らは β-Ga2O3基板に LPE法を適用したホモエピタキシャル成長を既に報

告した1。β-Ga2O3 のパワー半導体材料への適用においては、所望の電気特性を得るために異種元

素を精密にドープする必要がある。そこで本発表では LPE法を用いた β-Ga2O3エピタキシャル膜

の育成において、β-Ga2O3のドナー性ドーパントである Snをドープした結果を報告する。 

溶媒として PbO及び Bi2O3、溶質として Ga2O3、ドーパントとして SnO2を白金るつぼの中に混

合し、電気炉中で加熱して溶解させた。よく撹拌してから温度を降下させ、Edge-defined Film-fed 

Growth 法で製造された Sn ドープ (001) β-Ga2O3 基板を接液させてエピタキシャル成長させた。

SnO2の投入量を調整することにより、ドーピング濃度の制御を試みた。 

実験の結果、6～17 m/hの高い成長速度で厚み 5～60 mの

Sn ドープエピタキシャル層を得た。二次イオン質量分析法

（SIMS）でエピタキシャル層中 Sn 濃度を測定したところ、

定量結果は 9.2×1015～1.6×1018 cm-3 であった（Figure 1）。   

エピタキシャル層の Sn濃度は溶液の SnO2濃度に比例するこ

とが確認された。Snドープエピタキシャル層の結晶性を X線

ロッキングカーブ測定（XRC）で評価したところ、基板と同

等の結晶性が確認された。原子間力顕微鏡（AFM）で As Grown

のエピタキシャル層表面を観察したところ、原子レベルの平

坦性が確認された。 

以上のことから、LPE 法による β-Ga2O3エピタキシャル層

の育成では、Snドープを行う場合でも、高い成長速度と高い

結晶性を保つことが示された。さらに、SnO2の投入量を調整

することにより Sn ドーピング濃度の制御ができることが示

された。 

 

1 田所ら，第 71回応用物理学会春季学術講演会，23p-31A-2 (2024)． 

Figure 1 SIMS result showing Sn 

concentration of 7.0×1017 cm-3 in Sn-

doped epitaxial film and 4.9×1018 cm-3 

in Sn-doped substrate. 
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